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Heterokecidlorin elektrik vo fotoelektrik xassolorinin todqiqi fototranzis-
torlarda va gilinos elementlorindo praktiki totbiqi baximindan ¢ox aktualdir.
Lakin heterokecidlorin fizikas1 vo texnologiyasinin digor vacib aspekti do
geyri-ideal heterokecidlorin tadqiqi vo praktiki totbiqi ilo baghdir. [1,2].

84


mailto:gul.efend@mail.ru

“Fizika va astronomiyanin problemlari” Magistrantlarin va ganc tadgigat¢ilarin
XXIII Respublika elmi konfransi

Miixtolif torkibli CdS;_ySey nazik tebogolori Si althglar Gzerindo moh-

luldan kimyovi ¢6kdiirms metodu ilo alinmisdir. ﬁstrukturlarma
1-x X

havada 300°C temperaturda termik emalin tosiri 6yronilmisdir. Todqiq olunan
heterokecidin fotohassasliginin spektral paylanmasi, qaranliq ve isigda volt-
amper xarakteristikalari, volt-farad xarakteristikalar1 toadqiq olunmusdur.
Si
CdS;—_xSex
rakteristikalari sokil 1 -do gostorilmisdir.

heterokecidinin termik emaldan svval vo sonra Volt-Amper xa-

Si

Sok. 1. heterokecidinin stasionar Volt-Amper xarakteristikalari.

CdS1_ySex

X=:1-0.0,2-0.2,3-0.5.

Si e .
: heterokecidinin termik emaldan oavval volt-amper xarak-

teristikalarinin oksino qolu I~U™ iistlii ganunu ilo tosvir etmok olur. Oksina
VAX- dan st gdstericisinin giymetindon asili olaraq iki hisse, daha dog-
rusun = 2 + 2.6, qiymotinoe malik olan desilmo strafi vo n = 3.2 olan yumsaq
tunel desilmo oblasti miisahids edilir.

Termik emaldan sonra heterokecidlorin oksino VAX -inda U = 3V-a
godorki hissode x = 0.2 torkibli heterokecidlor tliglin, n < 2 olur va gorginliyin
U = 1,5V giymoatina godor olan hissads asasan n =1 olan generasiya coro-
yanlar iistliinlik toskil edir. U = 2V goarginliyins godor m = 1 {ist gostaricisi ilo
[coU™ ganununa tabe olur ki, bu da foza yiiklori ilo mohdudlanan carayanlar
lcilin ylikdasiyicilarin doyma siirotindo yiikdasiyicilarin tunel kegidi ti¢ilin

Si . o N
CdS,_Sex heterokecidlorinin VAX-1: I =

I, exp(BU) ifadosi ilo tosvir oluna bilor. Buradaki B komiyyati istilik pro-
seslorinin istlinliik toskil etdiyi hal {iclin nozords tutulur ve tunel-rekom-
binasiya cerayanlarinin iistiinliik togkil etdiyi heterokecidlordoki kimidir.
Tadqiq olunan heterokecidlorin oksine VAX-da termik emaldan sonra araliq
tobagslarinin istiraki naticasinds tunel proseslorinin ehtimalinin azaldig goriiniir.
Qeyd etmok lazimdir ki, agig havada t = 300 °C temperaturda t =
20 doqigs orzinds termik emaldan sonra tunel corayanlar: daha da azalir. Cs-
royanin kecid oblastindan corsyanke¢ms mexanizmini daha doqiq aydin-

tipikdir. Termik emaldan sonra
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lasdirmaq mogsadi ils otaq temperaturunda VAX-1 da tadqiq olunmusdur.
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